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Corrigé de l’examen du contrôle 

I. Les propriétés électriques des matériaux.  

1. Définition d’un Semi-conducteur (02 pts)  

Un Semi-conducteurs se situe entre les métaux (conducteurs) et les isolants (non conducteurs). 

La résistivité   des semi-conducteurs varie de 10-3 à 10+4 .cm. les électrons libres et les 

trous mobiles sont les porteurs de charges responsables de la conductivité électrique 

 

2. La différence entre Semi-conducteur silicium et Semi-conducteur silicium dopé par le 

Bore (03 pt) 

Semi-conducteur Silicium c’est un Semi-conducteur intrinsèque 

Semi-conducteur Silicium dopé par le Bore c’est un Semi-conducteur extrinsèque 

 

II. Configuration électroniques.  

3. La structure électronique de l'oxygène (O) (02.5 pt) 

L’atome du l'oxygène (O) possède 8 électrons, la configuration électronique du 

l'oxygène ( 𝑂815 ) est donnée par la forme condensée suivante :  

  

O: (1s2) (2s2) (2p4)   ou   O: [He] (2s2) (2p4)     

La distribution des électrons sur les orbitales atomiques obéie au principe 

d’exclusion de Pauli et à la règle de Hund.  
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4. La structure électronique du Germanium (Ge) (02.5 pt) 

Dans l’atome du germanium (Ge) il y a 32 électrons, la configuration électronique du 
germanium ) est donnée par la forme condensée suivante : 

   

Ge: (1s2) (2s2) (2p6) (3s2) (3p6) (4s2) (3d10) (4p2) 

 ou   Ge: [Ar] (4s2) (3d10) (4p2)  

 

La distribution des électrons obéie au principe d’exclusion de Pauli et à la règle de 
Hund.  

 

 

 

 

III. Jonction PN.  

5. L’explication de la jonction PN avec un exemple (02 pt) 

Une jonction PN est formée par la juxtaposition d’un semi-conducteur dopé type 

P (appelé anode) et d’un semi-conducteur dopé type N (appelé cathode), tous les 

deux d’un même monocristal semi-conducteur. Lorsque ces deux types de semi-

conducteurs sont mis en contact, un régime électrique transitoire s’établit de 

part et d’autre de la jonction, suivi d’un régime permanent.  

Un exemple d’une jonction simple : diode.  

6. La différence entre diode idéale et diode réelle (02 pt) 

Cas diode idéale : la diode est considérée comme un composant idéal. En effet 

dans ce cadre, on suppose que la barrière de potentiel V0 créée par le champ 

interne est nulle. De même lorsque la diode conduit, on va considérer que la 

résistance Rd qu’elle oppose au passage du courant est nulle et que la résistance 

Ri qu’elle présente lorsqu’elle polarisée en inverse est infinie.  

Cas diode réelle : la diode est considérée comme un composant réel. En effet 

dans ce cadre, La caractéristique réelle (ID = f(VD) est plus complexe que les 

approximations qui ont été faites. Cependant, ces approximations sont utiles 

pour l’étude des fonctions électroniques à base de diodes. La caractéristique 

directe d’une diode peut être obtenue expérimentalement en faisant un tracé 

point à point ou de façon automatique.  
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7. Quelle sont le domaine d’applications des diodes ? (03 pt) 

La diode est un composant électronique très intéressant. On peut l’employer 

dans une grande variété d’applications telles que : 

- La détection, le redressement 

- La régulation, la multiplication de fréquence 

- La réalisation de porte logique 

- L’oscillation… 

 

8. Donnez un exemple sur le redressement simple alternance.  (03 pt) 

Parmi les applications des diodes les plus utilisés sont le redressement mono-

alternance et double alternance.   

✓ Le redressement mono-alternance consiste à transformer le signal sinusoïdal, 

c’est-à-dire à supprimer les alternances négatives ou les alternances positives. 
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Ex n" 01

Soit le montage amplificateur avec le transistor i effet de champ, suivant; en utilisant le sch6rna

6quivalent ci dessous : .

-" 1-- DoRRerl'expression dela tension d'entr6e [va).

2 - Donner I'expression de la tension de sortie [v').
3 - Donner I'expression du gain en tension [A").

4 - Donner I'expression de I'imp6dance d'entr6e [R").

Ex n" 02

A

Systdme

1- - Donner le sch6ma de principe de la contre r6action qui eriste dans cet ampiifir:ateur"

2 - Quel est le type de cette contre r6action ?

3 - Donner les expressions des gains (en tension) : de l'ampli (AoJ, de la boucle [F] et de tout le

systdme (A).

4 - Donner les expressions des imp6dances d'entr6e : de I'ampli [R"o) et de tout ]e systdrne {R"i.

5 - Faites la comparaison entre les r5sultats des questions 3 et 4 de I'exercice n" 01 et Ce

I'exercice no 02.
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 متحانالإجابة النموذجية للا
  : التمرين الأول

  : في السيارة ثلاثة أنواع من الأضواء معرفة كما يلي
 2 أضواء التقاطعC   (2 phares de croisement)  
 2  أضواء الطريقR   (2 phares de route) 

 4  أضواء  القيوزV  (4 veilleuses) 
 : تعمل كما يلي c, r, vنريد التحكم في هذه الأضواء بإسنعمال دارة منطقية عن طريق القواطع 

 إضاءة التقاطع أو الطريق تلزم أيضا إضاءة الفيوز 
 عن أضواء التقاطع  أضواء الطريق لها الأولوية 

  .أرسم جدول الحقيقة لهذه الدارة المنطقية .1
 C, R, V.إستعمل جدول كارنو لتبسيط الدوال المنطقية  .2
 .أرسم  المخطط المنطقي للدارة  .3

  : التمرين الأولحل 
 spt 3 .أرسم جدول الحقيقة لهذه الدارة المنطقية .1

 
V C R v c r 

0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 1 

 

 C, R, V. spt 3 إستعمل جدول كارنو لتبسيط الدوال المنطقية  .2
 

 
            V=v+c+r                                   C=c�̅�                                        R=r 

 spt 2 .أرسم  المخطط المنطقي للدارة  .3
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  : التمرين الثاني

 : لديه ثلاث مداخل للعناوين  (Multiplexeur)الدوال المنطقية التالية باستعمال موجه معلومات أنشئ .1

  F1 = A̅B̅C̅D̅ + A̅BC̅D̅ + ABC̅D̅ + A̅B̅CD + A̅BCD̅ + ABC̅D + AB̅C̅D̅                      

 𝐹2 = 𝐴𝐵𝐶̅ + �̅�𝐶𝐷 + 𝐵𝐷                                                                                       
 : التالي  (Multiplexeur)المنطقية  التي تمثلها دارة موجه معلوماتأوجد المعادلة  .2

 

  : التمرين الثانيحل 
 : لديه ثلاث مداخل للعناوين  (Multiplexeur)الدوال المنطقية التالية باستعمال موجه معلومات أنشئ .1

4 pts 

6 pts 

 

 : التالي  (Multiplexeur)تمثلها دارة موجه معلوماتالمنطقية  التي أوجد المعادلة  .2

 F = C̅B̅A̅ + C̅BA̅ + CBA̅ + CBA 

spt 2 

A B  C D F1  F2  

0 0 0 0 1 E0=�̅� 0 E0=0 
  0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 E1=D 0 E1=D 
0 0 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 E2=�̅� 0 E2=D 
0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 E3=�̅� 0 E3=D 
0 1 1 1 0 1 
1 0 0 0 1 E4=�̅� 0 E4=0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 E5=0 0 E5=D 
1 0 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 E6=1 1 E6=1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 E7=0 0 E7=D 
1 1 1 1 0 1 



1 

 

 جامعة الشهيد حمة لخضر

 يا كلية التكنولوج

                                                                                  2020/2021الموسم الدراسي :                            ( إلكترونيكسنة ثانية هندسة كهربائية   )اتصالات / :     ستوى الم 

 

 مادة تقنيات التعبير و الاتصال اختبار فيتصحيح 

 :لا  أواجب بنعم   السؤال الأول :

 (...................................نعم.... )الإفصاح عن أفكار الشخص و خبراته سوءا كتابيا أو لفضي .    هو  التعبير مفهوم  -1

 .......................(نعم.   ) ...............التعبير الشفوي يعتمد كليا على اللسان  -2

 ...............................(لا.   ) ........على تخلص من الخجل الزائد لدى الإنسان  لكتابييساعد التعبير ا -3

 ..............................(نعم.   ) .........من مزايا التعبير الكتابي التخلص من الأخطاء اللغوية والإملائية  -4

 .........................(نعم.   ) ..............من أسباب نجاح الاتصال هو الاستعداد قبل خوض اللقاء  -5

 

 السؤال الثاني : 

 :  بعض مزايا هدا النوع اشرح  التعبير الشفوي  مميزات و مهاراتكر دا -1

 .الشفوي يساعد على تخليص عامل الخجل الزائد الموجود عند المتحدث التعبير أن      -

 .الشفوي يساعد على تنمية القدرة الخطابي ة لدى المتحدث التعبير    -

 أن تشجيع المتحدث وعدم تحطيمه على مواجهة الآخرين - 

 مميزات التعبير الكتابي : ادكر  -2

 التخلص من الأخطاء اللغُويَّة   -

 .عن إحساس  التعبير علىالقدرة   -

 يساعد على الارتقاء بأسلوب الكاتب وإنتاجه التعبيري  -

 

 ؟  اذكرها,  إتباعهامن اجل كتابة موضوع ما هناك خطوات يجب     السؤال الثالث : 
 .حل ِّل عنوان الموضوع إلى عناصره الرئيسة  -

 .رت بْ عناصر الموضوع الرئيسة ترتيباً تراعي فيه التسلسل المنطقي والزمني لتلك العناصر  -

 .للموضوع ضع مقد مةً مناسبة  -

 .بكتابة الموضوع، وفق المخطط بشكلٍ منطقي -

 .استخدم العباراتِّ الجميلة التي تبعث الراحة في النفس  -

 .تجنب التكرار -

 خاتمة تلخص موضوعك   -

http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
http://www.ansaaar.com/showthread.php?t=31561
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 مع الشرح :  اذكرها ’لتعبير تنمية ااكتساب مهارات ل يجبمن اجل تنمية القدرة على الاتصال    السؤال الرابع : 

 كن مستعدا قبل الاتصال -

 التحكم في لغة الجسد  -

 تحمل المسؤولية  -

 الصدق  -

 نبرات الصوت  -

 طرح الأسئلة -


